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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドは原子番号の小さな炭素が共有結合によ

って強固に結びつくことで形作られ、Si と比較して 4桁以

上高い耐放射線性を持つ。さらに Si、SiC で問題となる 

30Si(n,γ)31Si (T1/2=2.7h,β-) → 31P 反応に相当する

半導体特性に影響を与える核反応が無いため、中性子

に対しても高い耐性を持つ。禁制帯幅 5.5 eV のワイドバ

ンドギャップ半導体であることから 500℃で 250 時間以上

連続動作するダイオードと紫外線検出器が実証されてお

り、軽水炉等の過酷事故対応として CAMS(原子炉格納

容器雰囲気モニタ)に要求される 300℃以上での動作も

十分期待され、実際に放射線検出器、FET共に 3 MGy

以上のγ線照射に耐え(X 線照射では 10 MGy)、500℃

近くで安定して動作可能であることを実証している。本研

究課題は、ダイヤモンド半導体デバイスの高温動作を可

能とする Ru 電極をスパッタ装置により形成した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ装置(芝浦) 

【実験方法】 

EDP製ベベリング付きハーフインチダイヤモンドウエハ

を準備した。単結晶ウエハはダイレクトウエハ法とモザイク

法により生産されたダイヤモンドであり、窒素が含有され

ているため半絶縁性を示す。これに半導体機能を付与す

るために、ホウ素をドープしたp型層をCVD法により合成

した。合成には水素をキャリアガスとし、メタンを 1~10 %

程度となるように流量調整して CVD チャンバ内に導入し

たうえで、マイクロ波もしくはフィラメントによりプラズマを形

成することで行った。合成温度は 900～1100℃に調整し、

合成品質を高めた。 

酸処理による表面洗浄でグラファイト成分および表面

結合水素を除去し、デバイス試作を行った。電極形成に

は Ruを用いた。Table 1に Ruスパッタリング条件を示す。

スパッタ装置(芝浦)により Ru を堆積後、リソグラフィにより

レジストマスクを形成、ウエットエッチング(エッチャント: 

REC-01, 関東化学)により Ruの加工を行った。 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1.に試作した Ru電極の電流-電圧特性(I-V )

を示す。I-V 特性は良好な線形性を示し、低接触抵抗

率のオーミックコンタクトが得られた。電極サイズに

よる依存性が見られた。それぞれの電極サイズは

(a)700µm (b)400µm (c)100µm、電極面積は(a)4.97E-3 

cm2, (b) 1.65E-3 cm2, (c) 2.96E-5 cm2とした。 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Current-Voltage (I-V ) characteristics. 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

項目 設定値

堆積レート 14 nm/min

Arガス流量 10 sccm

圧力 0.5 Pa

RF電力 200 W

堆積時間 3 min 34 sec

Ru膜厚 50 nm

Table 1. Ru Sputtering conditions
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